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前言

　　自1958年Jack s．Kilby发明集成电路（IC）以及1959年Robert N．Noyce发明实用的硅IC以来，历
经50余年的发展，IC的功能和应用有了惊人的增强和扩展，2005年全球基于IC的半导体产业产值已超
过2 200亿美元，IC已成为人类社会进入信息时代的主要物质基础．　　集成电路工艺和器件的计算机
模拟又称集成电路工艺和器件技术的计算机辅助设计（英文简称为IC TCAD），它是IC设计和IC虚拟
制造的重要组成部分，是IC工艺和器件特性快速分析的有力工具．应用IC’rcAD能缩短IC工艺和器件
的开发周期，节省试制成本，还能获取实验无法得到的信息以及深化IC工艺和器件的物理研究．　　
美国Stanford大学IC实验室1978年IC工艺模拟软件SLJPREM一2的成功试制和释放使用，以及1979年半
导体器件分析软件SEDAN一1的成功试制和释放使用是IC TCAD开始进入实用的标志．20世纪80年代
至今的20多年中，随着IC工艺和器件物理研究的进展，计算机硬件性能的增强以及应用软件开发技术
的成熟，IC TCAD的功能和应用也有了同IC发展同步而得到显著的增强和扩展．　　鉴于IC TCAD
对IC研发和生产的重要作用，复旦大学从1981年引入SUPREM一2为起点开始了对该项技术的研究，并
从1988年起为微电子及固态电子学专业的研究生开设了《集成电路工艺和器件的计算机模拟》专业课
．本书是作者以该专业课自编讲义为基础，经较多的补充、修改，兼顾基础和近代进展写成的．本书
用约40％的篇幅详细介绍在国际上最早实用的、参考资料齐全的、特别适用于教学和入门学习的几种
知名的经典的IC工艺和器件模拟程序所用的物理模型和程序使用方法，用约60％的篇幅阐述IC TCAD
的多方面发展及近代进展。
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内容概要

集成电路工艺和器件的计算机模拟，国际上也称作IC TCAD，是少数几种有能力缩减集成电路开发周
期和研制费用的技术之一。
　　本书以介绍集成电路工艺和器件的模拟器为主线，概论IC TCAD技术早期的可实用的成果、随后
的多方面发展、当今的研究进展和商用化现状，以及近期和远期的困难挑战和能力需求。
　　本书适用于大学微电子或其他相关专业的硕士／博士研究生或高年级本科生作教材或教学参考书
。
本书作为一本IC TCAD技术的入门书，也适用于有需要或有兴趣在IT领域工作的研发、生产和管理人
员。
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